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FeO（酸化第一鉄、ウスタイト）は岩塩型結晶構造を持つ代表的な二元系酸化物である。我々

は PLD法を用いて FeOのエピタキシャル薄膜の形成に成功したのでその詳細を報告する。FeOは

地球のマントルや外殻を構成する主成分として地質学上きわめて重要な物質であるだけでなく、

近年はスピントロニクスから触媒工学などの広範な分野において大きな注目を集めている。FeO

は p 型伝導を示すことが知られており、また、バンド計算に基づく理論的研究によって、そのバ

ンドギャップは 2.5～4.0eVになると予測されている。したがって、FeOは透明 p型酸化物半導体

の候補材料と考えることができる。しかしながら、FeO は室温でスピネル相（Fe3O4）と Fe に分

解してしまうという特徴がある。また、大気中では簡単に酸化されて Fe3O4や α-Fe2O3になってし

まう。このような化学的不安定性のため、純粋な FeO結晶相は常温常圧下ではナノクラスター等

のナノ構造の形でしか存在しえないとされてきた。そこで我々は Siを添加した薄膜 Si:FeOの作製

を試みた。Si で Fe を一部置換した Fe3O4（Si:Fe3O4）は高温高圧安定相であるため、上述したス

ピネル相の析出が抑制されると期待できる。さらに、Si
4+で FeO中の Feが置換されると、電荷補

償の効果で[Fe
2+
]/[Fe

3+
]比が増大して耐酸化性が向上すると考えられる。図 1(a)に、SiO2と α-Fe2O3

の粉末混合から成るターゲットを用

いた場合の薄膜の XRD パターンを

示す。Si量が増加すると Si:FeOの単

結晶薄膜が成長することが分かった。

また、この Si:FeO に MgO を添加し

た Si:FeO-MgO は完全固溶体を形成

し、全組成において p 型の伝導性を

示した。また、そのバンドギャップ

は MgO 量によって 2.7～6.0eV と大

きく変化することが分かった。これ

らの電気・光学特性の詳細と透明 p

型半導体としての可能性について議論する。 
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図 1. Fe2O3-SiO2混合ターゲットを用いて PLD 法によ

り作製した薄膜の XRD パターン 
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